


Next-Generation Power & Isolation Solutions: Driving Efficiency in E-Mobility and Energy Storage

ギガワット級の太陽光発電所、洋上風力発電所、そして堅牢なスマートグリッドを中核とする分散型再生可能エネルギー
発電への移行には、電力変換および電気的絶縁において画期的な性能が求められています。

IceMOSは、スーパージャンクション（SJ）MOSFET、ワイドバンドギャップSiC MOSFET、およびフォトMOSリレー用
トレンチ型シリコン・オン・インシュレータ（TSOI）基板からなる高性能な製品群を提供しています。これらの技術を
組み合わせることで、変換損失を最小限に抑え、過酷な環境条件に耐え、再生可能エネルギーネットワーク全体でフェイ
ルセーフな電気的絶縁を保証します。

太陽光・風力発電用途向けの次世代電源

パワーMOSFETは、多くの太陽光発電アプリ
ケーションで使用されています。その例として
は、ストリングインバータ、中央インバータ、
および数メガワット級の太陽光発電用電力調整
装置（PCU）などが挙げられます。添付の図は、
太陽光発電の系統連系システムの回路図です。
各DC/DC昇圧コンバータの役割は、対応する太
陽光パネルから生成される電圧レベルを昇圧し、
最大電力点追従（MPPT）を確実に行うことで
す。

SJ MOSFETは、補助的なシステム電源、内部
冷却制御、および低電圧通信サブアセンブリに
広く利用されており、信頼性が高く常時稼働す
るシステム管理を実現しています。

SiCパワー
モジュール

高出力SiC
モジュール

SiC MOSFET
を用いたピッ
チインバータ

SiC  x4

SiC  x4

パワーMOSFETは、多くの風力タービンや系統連
系用途で使用されています。その例としては、フ
ルコンバータ式風力タービンや、高負荷対応の
バック・トゥ・バック型AC-DC-AC周波数変換器
などが挙げられます。

SiCおよびSJ MOSFETは、極めて高い熱安定性、
高い耐電圧性能、そして過酷な系統過渡現象に対
する優れた耐性が不可欠な、過酷で要求の厳しい
環境下でも動作可能です。これらのデバイスは、
遠隔地にある、メンテナンス頻度の低い陸上およ
び洋上の設備において、高い信頼性と⾧寿命を保
証します。

SiC MOSFETは、最大電力点追従（MPPT）ブースト段や高電圧DC-ACインバータブロックに採用されています。高温
下でも極めて低いオン抵抗（𝑅_𝑑𝑠(𝑜𝑛)）と最小限のテール電流により、システムは大幅に高い周波数でスイッチングが
可能となり、日照条件が変動する状況下でもエネルギー収穫を最大化すると同時に、受動部品の数を大幅に削減できます。

風力発電変換システム

大規模太陽光発電（PV）用インバータ

PhotoMOS Relays used for Galvanic Isolation & Control 
between the Micro and the High-Power Stages

SJ MOSFETs used for 
High Power Inverter stage

SiC MOSFETs used for Primary Switches 
for High Efficiency Boost Converters
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風力発電と太陽光発電の各段階における設計上の違い

ハードスイッチングとボディダイオードへの負荷:風力発電用のバック・トゥ・バック変換器や双方向太陽光発電蓄電シ
ステムでは、第3象限動作時にデバイスのボディダイオードに頻繁に負荷がかかります。SiC MOSFETは、本質的に堅牢
なボディダイオードを備えており、𝑄_𝑟𝑟が実質的に無視できるほど小さいため、ハードスイッチングを問題なく処理でき
ます。対照的に、標準的なSJ MOSFETは、外部の高速回復ダイオードと組み合わせるか、ソフトスイッチングトポロジー
で実装しない限り、より高い逆回復損失を発生させます。

システムレベルのフットプリント:SJ MOSFETは900V未満の中級クラスでコスト重視の住宅用ユニットにおいて優れて
いますが、SiC MOSFETを使用することで、設計者は系統連系型ストリングインバータやユーティリティインバータを
1500V以上のアーキテクチャまで拡張でき、フィルタ、ヒートシンク、変圧器の物理的な体積を大幅に削減できます。



情報は予告なく変更される場合があります。重要な注意事項および免責事項については、製品データシートをご参照ください。

エネルギーの未来を構築するためには、現代の送配電システムが、変電所から蓄電設備に至るまで電力をシームレスに管
理する必要があります。そのための取り組みは以下の通りです。
配電の保護:スマートグリッドや高圧変電所を通じて、安全かつ途切れることのない電力の流れを確保します。
発電と蓄電の連携:変動の激しい再生可能エネルギー源と、堅牢なバッテリー蓄電ネットワークを統合します。
迅速な対応の実現:即時の負荷管理、ピークカット、およびEVの急速充電需要への対応を促進します。

再生可能グリーンエネルギーから蓄電システム（BESS）および電気自動車（EV）へ
この分野において、SJおよびSiC MOSFETは、ピークシェービング、負荷平準化、およびEVの急速充電に伴う電流スパイ
クの発生時にも、シームレスなスイッチング性能を確保する上で、数多くの役割を果たしています。これらのMOSFETが
採用されている応用分野としては、間欠的な太陽光・風力発電の出力を、グリッド規模のバッテリーエネルギー貯蔵シス
テム（BESS）や急速充電ハブに直接接続する双方向電力伝送ユニットなどが挙げられます。

電力変電所およびスマートグリッドの保護
フォトMOSソリッドステートリレー（SSR）は、光信号を用いて高電圧電源回路と低電圧の感応性の高い制御システムと
の間に、極めて重要な電気的およびガルバニック絶縁（最大1500V以上）を提供し、接点のバウンスや信号ノイズを排除
します。可動部品がないため、フォトMOSデバイスは優れた信頼性を備え、機械的な摩耗が一切なく、従来の機械式リ
レーよりもはるかに⾧い動作寿命を実現します。また、その高速スイッチング特性により、故障時のバッテリーパックの
切断など、安全上重要な機能において、より迅速な応答時間を実現します。
これらのSSRが使用される代表的な用途としては、フレキシブル交流送電システム（FACTS）、ソリッドステート遮断器
（SSCB）、および自動テレメトリ用リモートターミナルユニット（RTU）などが挙げられます。

IceMOSは、ウェハーボンディング分野における数十年にわたる専門知識を活かし、高性能なトレンチ型シリコン・オ
ン・インシュレーター（TSOI）ウェハーを製造しています。これまでに数百万枚のSOIウェハーを世界市場へ出荷してき
た実績に基づき、当社は超高信頼性の半導体リレーに不可欠な基盤を提供しています。これらの部品は、太陽光発電監視
システム、風力タービン制御装置、およびスマートグリッド変電所の安全確保に不可欠な役割を果たしています。

TSOI方式フォトMOSリレーの役割:
• 完全な電気的絶縁:酸化膜がアクティブ素子を完全に絶縁し、寄生リーク電流を効果的に排除します。

• 超高速・ノイズレスなスイッチング:寄生容量を大幅に低減することで、PhotoMOSリレーは絶対的なガルバニック
絶縁を維持しつつ、高速かつノイズレスな信号スイッチングを実現します。

• 卓越した信頼性と⾧寿命:IceMOS技術は、シリコンレベルでのクロストークや熱劣化を積極的に防止することで、
数百万サイクルにわたる安定したバウンスのない高電圧動作を保証します。当社の高度な欠陥検出および検査技術に
支えられ、すべてのウェーハは最高水準の品質基準に基づいて製造されています。これにより、信頼性が高く、高歩
留まりのデバイス性能が確保されます。
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IceMOS TSOI 上のフォトMOSリレーの断面図
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MOSFET:IceMOSは、パワーエレクトロニクス分野における世界的なイノベーターです。当社は高電圧MOSFETを設計・製造し、産業、
医療、自動車、通信の各分野にエネルギー効率に優れたソリューションを提供しています。当社は、無限の可能性を秘めた持続可能な未
来の構築に尽力しています。

先進エンジニアリング基板: IceMOS Technologyは、アイルランドのベルファストに独自の製造施設を運営する、世界的な半導体リーダ
ーです。当社は、数百万ものスマートでコネクテッドなアプリケーションを駆動し、人々の働き方や暮らし方を変革する先進的なエンジ
ニアリング基板を提供しています。当社の基板は、マイクロエレクトロニクス、パワーデバイス、MEMSセンサー、フォトニクスにおいて
、速度、効率、信頼性を向上させます。

特許:IceMOSは、70件以上の登録済み特許と15件以上の出願中の特許を含む知的財産権を保有しており、これらに基づくコア技術とプロ
セスライセンスを支えています。

規制への準拠:当社の製品はRoHSおよびREACHに準拠しています。当社は紛争鉱物フリーのサプライチェーンを維持しており、紛争地
域から調達された鉱物は一切使用していません。

IceMOS Technology Ltd, 
5 Hannahstown Hill, 
Belfast, BT17 0LT
Northern Ireland

IceMOS MOSFETおよび先進エンジニアリング用基板

パッケージコード: TO=TO220, FP=Full Pak,   W4L=TO247-4L, W=TO247, D=TO252, DPAK,  L=DFN88 ,  LK=DFN56,  B=TO263,  T=TOLL
ご要望に応じてサンプルをご用意いたします

ポートフォリオ概要:グリーンエネルギー用途向けのSJおよびSiC MOSFET

パッケージQrr
(µC)

Qgd
(nC)

Coss 
(pF)

Qg (10V) 
(nC)

RDS(ON) 
typ (Ω) at 
VGS=10V

ID @ 
25°C (A)

VDS (V)製品名ファミリー

W12652601890.0647600ICE47N60W

Super 
Junction 

(SJ)

T164781170.04549.1600ICEK49NF60T

T0.871901360.035555.1600ICEK55NF60T

W0.9721151340.02672600ICEK72NF60W

D0.291220220.2610.5650ICEK11NF65D

TO0.61724320.16515.1650ICEK15NF65

TO729106810.1811700ICE11N70

W 725106750.1815730ICE15N73W

T0.13410.7117490.02665750ICE26M75T

Silicon 
Carbide 

(SiC)

W4L0.5324202230.0094162750ICE10M75W4

D0.01635.62190.389.6800ICE380M80D

D0.021382812.50.2612.2800ICE260M80D

W4L0.2172196630.0304571200ICE31M120W4

W4L0.293621301760.02774.21200ICE27M120W4

W4L0.1868.327240.128191500ICE128M150W4

W4L0.2671478400.03154.91500ICE31M150W4

IceMOSの全世界の拠点

QRコードより高電圧
パワーMOSFET（青）
のパンフレットをご覧
ください。


